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1. Introducao

Os Dispositivos Eletroluminescentes Organicos (OLEDs) estdo se tomando dispositivos optoeletronicos
cada vez mais atraentes. Os OLEDs sdo constituidos de uma heteroestrutura de filmes finos, que podem ser
depositados sobre varios tipos de substratos, incluindo substratos flexiveis, o que d4 margem a constru¢do de uma
série de novos dispositivos. Além disso, os OLEDs ja vém sendo utilizados comercialmente na constru¢do de
displays planos e finos aplicados na constru¢do de telas de computadores, televisores, celulares e etc. Embora ja
existam alguns dispositivos excepcionais, os OLEDs ainda apresentam um baixo tempo de vida operacional. Esta
limitagdo ¢ um assunto-chave, sendo os mecanismos de degradacdo dos compostos orginicos envolvidos na
construgdo destes dispositivos ainda ndo entendidos completamente [1,2].

Este trabalho apresenta um estudo preliminar de alguns materiais orgdnicos usados na fabricagdo de
OLEDs, como: MTCD, Alq3, TPD, NPB e o complexo Ew(TTAMTPPO)z [3], empregando as técnicas de
fotoemissdo e de fotoabsorgao.

2. Parte Experimental

Neste trabalho, foram utilizadas a Espectroscopia de Absor¢do de Raios-X (XAS) e a Espectroscopia de
Fotoemissdo (UPS e XPS) para caracterizar a estrutura eletronica destes compostos quando depositados como
filmes finos sobre substratos de vidro recobertos com ITO - (Oxido de Indio dopado com Estanho). Além disso,
estes filmes foram irradiados com luz ndo-monocromatica a fim de estudar os processos de
degradagdo induzida pela exposicdo a intensa radia¢@o luminosa. .

As medidas foram realizadas em condi¢@o de ultra-alto vdcuo (UHV) na linha de luz SGM do Laboratério
Nacional de Luz Sincrotron (LNLS), cobrindo a regido de valéncia bem como as diferentes camadas internas (Cls,
Nls, Ols, A12p, Eudd, etc) dos materiais organicos citados acima. Espectros de fotoabsor¢do foram obtidos através
do monitoramento da corrente total de elétrons na amostra ("total electron yield", TEY).

3. Resultados e Discussdo :

Os resultados mostraram que as técnicas espectroscopicas empregadas neste trabalho sdo apropriadas para
investigar a estrutura eletronica, bem como a fotodegradacdo destes compostos. No caso de filmes finos de MTCD,
por exemplo, os resultados mostraram que o sinal de fotoelétron associado ao C ficou 20-30% menor depois da
irradiacdo com intensa luz ndo-monocromatica, enquanto o sinal da valéncia ficou cerca de 50% menor. Os
resultados para este material mostraram ainda que o sinal do N praticamente desapareceu, sugerindo que a
decomposi¢do deste material acontece principalmente pela dissociagdo de N. Outros estudos estdo sendo realizados
com o intuito de melhor compreender os diferentes processos envolvidos na degradacdo destes compostos.
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